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geschlossen. Der Kollektor des Transistors 23 steht tere als Diodenelemente geschaltete Transistoren ei-
mit der Eingangsstufe eines sechsten Stromspiegels nerseits zwischen den Emitteranschiuf des Transi-
24 In Verbindung. Die Eingangsstufe enthélt einen stors 8 und den Basisanschlu des Transistors 3 und
NPN-Transistor 25, dessen Emitter an den negativen andererseits zwischen den Emitteranschiu@ des
Versorgungsspannungsanschiu, dessen Basisund 50  Transistors 8 und den EmitteranschluR des Transi-
Kollektor an den Kollektor des Transistors 23 ange- stors 10 gelegt worden sind. Ein NPN-Transistor 41
schlossen sind. Die Ausgangsstufe des sechsten ist mit seinem Kollektor und seiner Basis an den Emit-
Stromspiegels 24 bildet ein NPN-Transistor 26, des- ter des Transistors 10 und dessen Emitter an die Ba-
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stors 25 gelegt. Der Transistor 26 saugt den Leck- 43 verbunden. Der Emitter des Transistors 43 ist an
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eine zwelte Diodenstrecke (43, 44) geschaltetist. transistor (2, 3) being coupled to a first current
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